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요약

본 발명은 액정표시장치용 어레이기판의 ΔVP측정방법에 관한 것이다.

종래에는, 상기 어레이기판을 구성하는 각 화소에서 발생하는 ΔVP값을 정확히 측정할 수 없었기 때문에, ΔVP값에 의
해 발생하는 플리커 패턴을 띄운 후 수동으로 공통전압을 조정하여 상기 플리커 패턴을 제거하는 방법으로 ΔVP값을 
보정하였다.

전술한 바와 같은 공통전압 조정방법은 플리커패턴을 사람 눈으로 확인하기 때문에 정확한 ΔVP값을 찾지 못할 뿐 아
니라 각 그레이(gray)별로 측정해야 하기 때문에 시간이 오래 걸리는 단점이 있다.

이러한 문제를 해결하기 위한 본 발명은, 어레이기판의 화소전극과 접촉하는 별도의 배선을 추가하여, 상기 배선을 통
해 각 화 소에 흐르는 신호의 정확한 파형을 측정할 수 있도록 하였다.

이와 같은 방법은 상기 ΔVP값을 비교적 정확히 측정할 수 있기 때문에 ΔVP값을 보정하기가 쉽다. 따라서 ΔVP에 의
한 플리커(flicker)나 잔상(residual image)과 같은 불량을 방지할 수 있으므로, 더욱 선명한 화질을 보유한 액정패널
을 제작하는 것이 가능하다.
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대표도

도 4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치의 분해 사시도이고,

도 2는 액정표시장치용 어레이기판의 단일화소를 도시한 확대 평면도이고,

도 3은 일반적인 액정표시장치용 어레이기판에 인가되는 신호의 파형을 도시한 도면이고,

도 4는 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 개략적으로 도시한 평면도이고,

도 5a 내지 도 5d는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ를 따라 절단하여 공정순서에 따라 도시한 공정단면도이고,

도 6은 어레이기판의 개략적인 평면도이다.

< 도면의 주요부분에 대한 간단한 설명>

101 : 어레이기판 102 : 게이트배선

104 : 게이트전극 108 : 액티브층

112 : 데이터배선 114 : 소스전극

116 : 드레인전극 120 : 화소전극

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치(LCD)용 어레이기판에 관한 것이며, 특히 어레이기판 상에 형성된 스위칭소자의 구성에 관한 
것으로, 상기 스위칭소자를 구성하는 게이트전극과 드레인전극의 겹침면적에서 발생하는 기생용량(Cgd )에 의해 화소
영역에서 발생하는 직류성분인 ΔVp의 정확한 값을 측정하기 위한 액정표시장치용 어레이기판 및 그 제작방법에 관한 
것이다.

도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 나타낸 분해사시도이다.

도시한 바와 같이, 일반적인 액정표시장치(11)는 다수의 서브컬러필터(7)와, 각 서브 컬러필터 사이에 구성된 블랙매
트릭스(6)와, 상기 서브컬러필터(7)와 블랙매트릭스(6)상에 증착된 투명한 공통전극(18)이 형성된 상부기판(5)과, 
화소영역(P)과, 화소영역 상에 형성된 화소전극(17)과, 스위칭소자(T)와, 어레이배선이 형성된 하부기판(22)으로 구
성되며, 상기 상부기판(5)과 하부기판(22) 사이에는 액정(14)이 충진되어 있다.

상기 하부기판(22)은 어레이기판이라고도 하며, 스위칭소자인 박막트랜지스터(T)가 매트릭스형태(matrix type)로 
위치하고, 이러한 다수의 박막트랜지스터를 교차하여 지나가는 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 형성된다.
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이때, 상기 화소영역(P)은 상기 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 교차하여 정의되는 영역이며, 상기 화소영역 상
에는 전술한 바와 같이, 투명한 화소전극(17)이 형성된다.

상기 화소전극(17)은 인듐-틴-옥사이드(indium-tin-oxide : ITO)와 같이 빛의 투과율이 비교적 뛰어난 투명 도전
성금속을 사용한다.

전술한 바와 같은 구성을 가지는 액정패널의 동작은 액정의 전기광학적 효과에 기인한 동작특성에 의한 것이다.

자세히 설명하면, 상기 액정층(도 1의 14)은 자발분극 특성을 가지는 유전이방성 물질이며, 전압이 인가되면 자발분극
에 의해 쌍극자를 형성함으로써 전계의 인가방향에 따라 분자의 배열방향이 바뀌는 특성을 갖는다.

따라서, 이러한 배열상태에 따라 광학적 특성이 바뀜으로써 전기적인 광변조가 생기게 된다.

이러한 액정의 광변조현상에 의해 빛을 차단 또는 통과시키는 방법으로 이미지를 구현하게 된다.

도 2는 도 1의 구성 중 일부 화소만을 도시한 확대평면도이다.

전술한 구성 중 상기 액정층(14)을 구동하기 위해 필요한 요소들은 신호를 전달하는 게이트배선(13)과 데이터배선(1
5)과, 상기 게이트배선과 데이터배선에 각각 연결되고, 상기 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 교차하는 지점에 위
치하는 스위칭소자인 박막트랜지스터(T)와 상기 박막트랜지스터에 연결된 화소전극(17)이다.

상기 박막트랜지스터(T)는 상기 게이트배선(13)과 연결된 게이트전극(31)과, 상기 게이트전극(31)상부에서 상기 게
이트전극(31)과 소정면적으로 겹쳐 형성되는 소스전극(33)및 드레인전극(35)으로 구성되며, 상기 소스전극과 드레인
전극은 반도체층(37)을 사이에 두고 이격되어 형성된다.

상기 반도체층(37)은 일반적으로 비정질실리콘(a-Si:H)을 사용하여 형성하며, 경우에 따라서 폴리실리콘으로 형성할 
수 있다.

이때, 상기 소스전극(33)은 상기 게이트배선(13)과 교차하는 데이터배선(15)과 연결되어 형성되고, 상기 드레인전극
(35)은 상기 화소영역(P)상에 위치한 화소전극(17)과 연결된다.

여기서, 상기 화소전극(17)의 일부는 상기 화소영역(P)을 정의하는 게이트배선(13)의 상부까지 연장되어 상기 게이
트배선과 함께 스토리지 커패시터(Cst )(C)를 이룬다.

전술한 구성에서, 상기 액정패널은 상기 게이트배선(13)에 접속된 박막트랜지스터(T)의 게이트전극(31)에 주사펄스
를 인가하여 스위칭소자를 온 상태로 하고, 상기 주사펄스에 의해 동기되어 드레인전극으로부터 진폭 변조된 영상신호 
펄스가 화소에 전달되면, 상기 전달된 신호에 의해 상기 화소전극 상에 분포한 액정(도 1의 14)이 분극하여 재배열하
게 된다.

만약, 게이트배선이 선택되지 않으면 오프상태가 되고, 박막트랜지스터를 통하여 화소에 축적된 전하가 오프상태에서 
박막트랜지스터 및 액정에 계속 방전(discharge)하게 된다.

이러한 방전현상은 상기 박막트랜지스터의 오프저항이 큰 경우나 분해능(resolution)을 올리기 위해 화소의 면적이 작
아져도 화소에 충전된 전하들이 빨리 방전될 수 있다.

이러한 현상을 방지하기 위해, 상기 스토리지 커패시터(storage capacitor)(C st )는 상기 화소전극에 병렬로 연결하여 
사용하게 되며, 상기 스토리지 커패시터는 방전된 전하를 보충하여 데이터전압을 유지하는 역할을 하게 된다.

이때, 상기 입력된 데이터신호는 상기 박막트랜지스터의 단자간 기생 용량에 의해 영향을 받아 변동한다.
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상기 박막트랜지스터(T)의 단자간 기생용량성분은 상기 게이트전극(31)과 소스전극(33)이 겹쳐지는 부분과 상기 게
이트전극(31)과 드레인전극(35)이 겹쳐지는 부분에서 발생하며 특히, 상기 게이트전극(31)과 상기 드레인전극(35)
이 겹쳐지는 부분(도 2의 빗금친 영역)에서 발생하는 기생용량을 Cgd 라 하는데, 이러한 드레인전극(35)과 게이트전극
(31)의 겹침 면적에 의한 기생용량은 상기 화소전극(17)상부에 위치한 액정분자(도 1의 14)의 배열특성에 영향을 미
친다.

이와 같이 구성되는 기생용량의 변동은 플리커(flicker)나 표시의 불 균일성을 증대시키는 원인이 된다.

도 3은 상기 게이트배선을 흐르는 게이트 신호에 따른 전압 파형을 예측한 파형이다.

도시한 바와 같이, 게이트전압(게이트펄스)(21)이 온 상태(21a)에서 데이터배선을 통해 흐르는 신호(23)는 상기 박
막트랜지스터의 드레인전극을 통해서 상기 액정커패시터 및 스토리지커패시터에 인가된다.

이때 게이트펄스(21)와 함께 인가된 신호전압(23)은 게이트전압이 오프된 후에도 계속 유지된다.

그러나 상기 게이트전극과 드레인전극 사이의 기생캐패시턴스인 상기 Cgd 때문에 화소전압(21)은 ΔVp(25)만큼의 전
압이동(voltage shift)이 발생한다.

이를 일반적으로 레벨이동전압(level shift voltage)또는 킥백전압(kickback voltage)이라 한다.

이러한 킥백전압 ΔVp(25)는 도 3에 도시한 바와 같이, 기생용량에 의해 교류 구동하는 화소전압 V p(t) (21)에 발생
하는 직류전압 오프셋(voltage offset)(ΔV)이다.

이러한 오프셋은 아래와 같은 식 (1)에 의해 표현될 수 있다.

                                  -------- (1)

여기서, 상기 ΔVg는 게이트신호의 펄스폭 변화를 나타내고, 상기 Clc는 액정의 커패시터 용량을 나타내고, Cst는 스토
리지 커패시턴스, Cgd 는 게이트전극과 드레인전극의 겹침면적에서 발생하는 기생용량을 나타낸다.

이러한 킥백전압(kickback voltage)은 액정패널의 구조상 제거될 수 없는 값이다.

따라서, 공통전압을 이용하여 상기 ΔVP값을 보정하는 방법을 사용한다.

상기 ΔVP값은 장비를 이용하여 직접적으로 측정할 수 없는 값이며, 화소에 흐르는 데이터 신호의 파형을 띄워 간접적
으로 측정하는 방법을 사용할 수 있다.

그러나, 실제 어레이기판의 각 화소에 흐르는 파형을 직접 측정할 방법은 없으며, 대략적인 주변 값들을 이용하여 상기 
식(1)에 대입하는 방식으로 ΔVP값을 예측한 후, 상기 예측된 값을 기준으로 ΔVP값을 보정하는 방법을 사용한다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 전술한 바와 같이, 계산에 의한 ΔVP값은 실제값과 오차가 많이 발생하기 때문에 정확한 방법이라 할 수 없다.

또한, ΔVP를 보정하기 위한 다른 방법으로, 별도의 프로그램을 이용한 연산장비(컴퓨터)를 이용하여 플리커 패턴(fl
icker pattern)을 띄운 후, 상기 플리커 패턴이 거의 제거될 때까지 관찰자가 직접 공통전압을 조정하여 ΔV P값을 보
정하는 방법이 있다.
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상기 플리커 패턴을 띄우는 방법은 다수의 화소(도트)중 (+)전압이 인가된 화소만 온(on)되고 (-)전압이 인가된 화
소는 오프(off)가 되도록 연산장치에서 패널의 전압인가 상태를 조절한다.

이와 같이 하면, (+)전압과 (-)전압이 다를 경우 각 프레임 사이에 휘도가 달리지고 관찰자의 눈에는 깜박거리는 플
리커가 관측된다.

이때, 상기 공통전압은 가변저항을 이용하면 조정이 가능하다.

이러한 공통전압 조정방법은 플리커의 제거 상태를 관찰자의 눈으로 확인하기 때문에 정확한 ΔVP값을 찾지 못할 뿐 
아니라, 정확한 값에 접근하기 위한 방법으로 ΔVP값을 각 그레이(gray)별로 측정해야 하기 때문에 시간이 오래 걸리
는 단점이 있다.

이러한 문제를 해결하기 위한 목적으로 본 발명이 제안되었으며, 본 발명은 상기 어레이기판의 다수의 화소에 입력된 
화소전압 파형을 직접 측정하여 정확한 ΔVP를 측정하는 것을 목적으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

    
전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판은 기판과; 상기 기판 상에 제 1 절
연막을 사이에 두고 교차하여 화소영역을 정의하는 게이트 배선과 데이터배선과; 상기 게이트배선과 데이터배선의 교
차지점에 구성되고, 제 1 전극과 제 2 전극과 제 3 전극과 액티브층을 포함하는 스위칭 소자와; 상기 스위칭 소자의 상
부에 구성되고, 상기 제 3 전극의 일부를 노출하는 제 2 절연막과; 상기 노출된 제 1 전극과 접촉하면서 상기 화소영역 
상에 구성된 투명 화소전극과; 상기 투명 화소전극 상부에 구성되고, 투명 화소전극의 일부를 노출하는 제 3 절연막과
; 상기 노출된 화소전극과 접촉하면서 상기 게이트배선 또는 데이터배선의 상부로 연장된 저저항 배선을 포함한다.
    

상기 제 1 전극은 상기 게이트배선과 연결된 게이트전극이고, 제 2 전극은 상기 데이터배선과 연결된 소스전극이고, 제 
3 전극은 상기 소스전극과 소정간격 이격된 드레인 전극이다.

상기 저 저항배선은 금(Au), 백금(Pt), 은(Ag)을 포함하는 저 저항 금속그룹 중 선택된 하나로 형성하는 것을 특징으
로 한다.

    
본 발명의 특징에 따른 액정표시장치용 어레이기판 제조방법은 기판을 준비하는 단계와; 기판 상에 제 1 절연막을 개재
하여 서로 교차하여 화소영역을 정의하는 다수의 게이트배선과 데이터배선을 형성하는 단계와; 상기 게이트배선과 데
이터배선의 교차지점에 제 1, 제 2, 제 3 전극과 액티브층을 포함하는 스위칭 소자를 형성하는 단계와; 상기 스위칭 소
자가 구성된 기판의 전면에 제 2 절연막을 코팅하여, 상기 스위칭 소자의 제 3 전극의 일부를 노출하는 보호막을 형성
하는 단계와; 상기 노출된 제 3 전극의 일부와 접촉하면서 상기 화소영역 상에 투명 화소전극을 형성하는 단계와; 상기 
화소전극이 구성된 기판의 전면에 제 3 절연막을 형성한 후, 상기 화소전극의 일부는 노출하는 단계와; 상기 노출된 화
소전극에 접촉하면서 상기 게이트배선 또는 데이터배선 상부로 연장 형성된 저 저항 배선을 형성하는 단계를 포함한다.
    

이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 설명한다.

-- 실시예 --

본 발명의 특징은 각 화소에서 발생하는 정확한 킥백전압(ΔVp)을 측정하기 위해, 어레이기판에 구성된 다수의 화소전
극에 저저항 배선을 연결하여, 저저항 배선을 통해 화소전압 파형을 측정함으로써 정확한 킥백전압 값을 측정할 수 있
는 것을 특징으로 한다.

 - 5 -



공개특허 특2003-0005715

 
도 4는 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 개략적으로 도시한 평면도이다.

도시한 바와 같이, 기판 상에 다수의 게이트배선(102)과 데이터배선(112)이 교차하여 화소영역(P)을 정의하며, 상기 
두 배선의 교차지점에는 게이트전극(104)과, 소스전극(114)과 이와는 소정간격 이격된 드레인전극(116)과 액티브층
(active layer)(108)으로 구성된 박막트랜지스터(T)가 위치한다.

상기 게이트배선(102)은 상기 게이트전극(104)과 전기적으로 접촉하여 게이트전압(gate voltage)을 전달하고, 상기 
데이터배선(112)은 상기 소스전극(114)과 전기적으로 접촉하여 데이터전압(data voltage)을 전달하는 기능을 하게 
된다.

상기 화소영역(P)에는 상기 드레인전극(116)과 접촉하는 투명한 화소전극(pixel electorde)(120)을 구성하고, 상기 
화소전극(120)과 전기적으로 접촉하는 저 저항 배선(124)을 별도로 구성한다.

상기 저 저항 배선(124)은 어레이기판(101)의 주변영역에 근접하게 구성된 화소전극(120)에 구성되며, 상기 게이트
배선(102) 또는 데이터배선(112)의 상부로 연장 형성하여 어레이기판(101)의 외곽부로 인출(引出)한다.

이와 같은 어레이기판의 구성을 통해, 상기 어레이기판(101)의 외곽부로 인출된 배선을 이용하여 각 화소영역(P)에 
입력된 화소전압의 파형을 측정할 수 있다.

이하, 도면을 참조하여 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 제작공정을 설명한다.

도 5a 내지 도 5d는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ를 따라 절단하여 공정순서에 따라 도시한 공정 단면도이다.(도 4의 평면도 참조)

먼저, 도 5a에 도시한 바와 같이, 기판(100) 상에 도전성 금속을 증착하고 패턴하여 게이트배선과(도 4의 102), 상기 
게이트배선(102)에서 평면적으로 돌출 형성된 게이트전극(104)을 형성한다.

상기 도전성 금속은 알루미늄(Al), 알루미늄 합금, 구리(Cu), 텅스텐(W), 몰리브덴(Mo), 안티몬(Sb), 크롬(Cr)등을 
포함하는 도전성 금속그룹 중 선택하여 형성한다.

다음으로, 상기 게이트전극(104)등이 형성된 기판(100)의 전면에 질화실리콘 (SiN X) 또는 산화실리콘(SiO2 )을 증
착하여 제 1 절연막인 게이트 절연막(106)을 형성한다.

다음으로, 도 5b에 도시한 바와 같이, 게이트 절연막(106)이 형성된 기판(100)의 전면에 순수한 비정질실리콘(a-Si
:H)과 불순물이 포함된 비정질 실리콘(p+ 또는 n+a-Si:H)을 증착한 후 패턴하여, 액티브층(108)과 오믹콘택층(11
0)을 형성한다.

다음으로, 상기 액티브층(108)과 오믹콘택층(110)이 형성된 기판(100)의 전면에 전술한 바와 같은 도전성 금속을 증
착하고 패턴하여, 게이트배선(도 4의 102)과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터배선(112)과, 상기 데이터배선(1
12)에서 평면적으로 돌출 형성된 소스전극(114)과 이와는 소정간격 이격된 드레인전극(116)을 형성한다.

다음으로, 도 5c에 도시한 바와 같이, 상기 소스전극 및 드레인전극(114,116)이 형성된 기판(100)의 전면에 벤조사이
클로부텐(BCB)과 아크릴(Acryl)계 수지(Resin) 등을 포함하는 유기절연 물질그룹 중 선택된 하나를 코팅하여 제 2 
절연막인 보호막(118)을 형성한다.

연속하여, 상기 보호막(118)을 패턴하여, 상기 드레인전극(116)의 일부를 노출하는 제 1 콘택홀(K1)을 형성한다.

다음으로, 인듐-틴-옥사이드(ITO)와 인듐-징크-옥사이드(IZO)를 포함하는 투명 도전성 금속그룹 중 선택된 하나
를 증착하고 패턴하여, 상기 노출된 드레인전극(116)과 접촉하면서 상기 화소영역(P)에 위치하도록 투명한 화소전극
(120)을 형성한다.
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다음으로, 도 5d에 도시한 바와 같이, 상기 화소전극(120)이 형성된 기판(100)의 전면에 절연물질을 증착 또는 코팅
하여 제 3 절연막(122)을 형성한다.

연속하여, 상기 제 3 절연막(122)을 패턴하여, 상기 화소전극(120)의 일부가 노출되는 제 2 콘택홀(K2)을 형성한다.

다음으로, 상기 제 3 절연막(122)이 형성된 기판(100)의 전면에 금(Au), 백금(Pt), 은(Ag)과 같은 저저항 금속을 선
택 증착하고 패턴하여, 상기 노출된 화소전극(120)에 접촉하면서, 상기 데이터배선(112)을 따라 기판의 외곽으로 인
출되는 저 저항 배선(124)을 형성한다.

전술한 바와 같은 방법으로, 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판(101)을 제작할 수 있다.

상기 저 저항 배선은 액정패널을 완성 한 후, 각 화소의 화소전압 파형을 측정하기 위해 사용된다.

따라서, 액정패널을 완성한 후에도 측정을 위해 상기 저저항 배선(124)이 별도로 노출되는 영역을 확보해야 한다. 이
하, 도 6을 참조하여 설명한다.

도 6은 본 발명에 따른 어레이기판을 개략적으로 도시한 평면도이다.

도시한 바와 같이, 어레이기판(101)의 대부분은 영상표시 영역(L)으로 사용하게 되지만, 화상신호와 게이트신호를 받
기 위해, 상기 어레이기판(101)의 일 측과 이와는 평행하지 않은 타측의 주변영역은 구동영역(M)으로 사용한다.

상기 구동영역(M)은 구동 소자를 장착한 TCP등이 상기 각 배선의 일끝단과 접촉하는 영역이다.

따라서, 상기 구동영역(M)으로 사용될 어레이기판(101)의 주변영역을 제외한 나머지 일측과 이에 평행하지 않은 타측
을 포함하는 영역(N)을 어레이기판(101)의 저 저항 배선(도 4의 124)을 인출한다.

이후에 액정패널이 완성된 후, 상기 인출된 저 저항배선을 통해 각 화소에서 발생하는 화소전압의 파형을 측정할 수 있
다.

따라서, 상기 화소전압 파형과, 초기 입력된 데이터 신호파형을 비교하여 그 차이로 ΔV P를 측정할 수 있다.

상기 ΔVP값이 측정되면, 데이터 신호를 입력하는 입력부를 컨트롤하여, 처음부터 ΔVP값을 보상한 데이터 신호를 입
력한다.

이와 같이 하면, 화면의 깜박임(flicker)이나 이미지 고착(image steaking)등의 화질불량을 개선할 수 있다.

    발명의 효과

따라서, 본 발명에 따라 액정표시장치용 어레이기판을 제작하게 되면, 상기 저 저항 배선을 통해 데이터 신호의 파형을 
정확히 측정할 수 있다.

따라서, 상기 ΔVP값을 정확히 보정하는 것이 가능하여 고화질의 액정패널을 제작할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판과;

상기 기판 상에 제 1 절연막을 사이에 두고 교차하여 화소영역을 정의하는 게이트배선과 데이터배선과;
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상기 게이트배선과 데이터배선의 교차지점에 구성되고, 제 1 전극과 제 2 전극과 제 3 전극과 액티브층을 포함하는 스
위칭 소자와;

상기 스위칭 소자의 상부에 구성되고, 상기 제 3 전극의 일부를 노출하는 제 2 절연막과;

상기 노출된 제 1 전극과 접촉하면서 상기 화소영역 상에 구성된 투명 화소전극과;

상기 투명 화소전극 상부에 구성되고, 투명 화소전극의 일부를 노출하는 제 3 절연막과;

상기 노출된 화소전극과 접촉하면서 상기 게이트배선 또는 데이터배선의 상부로 연장된 저저항 배선

을 포함하는 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 2.

제 1 항에 있어서.

상기 제 1 전극은 상기 게이트배선과 연결된 게이트전극이고, 제 2 전극은 상기 데이터배선과 연결된 소스전극이고, 제 
3 전극은 상기 소스전극과 소정간격 이격된 드레인 전극인 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 저 저항배선은 금(Au), 백금(Pt), 은(Ag)을 포함하는 저 저항 금속그룹 중 선택된 하나로 형성헌 액정표시장치
용 어레이기판.

청구항 4.

기판을 준비하는 단계와;

기판 상에 제 1 절연막을 개재하여 서로 교차하여 화소영역을 정의하는 다수의 게이트배선과 데이터배선을 형성하는 
단계와;

상기 게이트배선과 데이터배선의 교차지점에 제 1, 제 2, 제 3 전극과 액티브층을 포함하는 스위칭 소자를 형성하는 단
계와;

상기 스위칭 소자가 구성된 기판의 전면에 제 2 절연막을 코팅하여, 상기 스위칭 소자의 제 3 전극의 일부를 노출하는 
보호막을 형성하는 단계와;

상기 노출된 제 3 전극의 일부와 접촉하면서 상기 화소영역 상에 투명 화소전극을 형성하는 단계와;

상기 화소전극이 구성된 기판의 전면에 제 3 절연막을 형성한 후, 상기 화소전극의 일부는 노출하는 단계와;

상기 노출된 화소전극에 접촉하면서 상기 게이트배선 또는 데이터배선 상부로 연장 형성된 저 저항 배선을 형성하는 단
계를

포함하는 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 5.
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제 4 항에 있어서.

상기 제 1 전극은 상기 게이트배선과 연결된 게이트전극이고, 제 2 전극은 상기 데이터배선과 연결된 소스전극이고, 제 
3 전극은 상기 소스전극과 소정간격 이격된 드레인 전극인 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 6.

제 4 항에 있어서,

상기 저 저항배선은 금(Au), 백금(Pt), 은(Ag)을 포함하는 저 저항 금속그룹 중 선택된 하나로 형성한 액정표시장치
용 어레이기판 제조방법.

도면
도면 1
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도면 2

도면 3
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도면 4

도면 5a

도면 5b
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도면 5c

도면 5d

도면 6
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摘要(译)

本发明涉及一种测量液晶显示器阵列基板的DELTA VP的方法。 由于现
有技术中，它不能被精确地测量在构成阵列基板的各个像素产生ΔVP
值，然后漂浮于由ΔVP值产生的方式手动调整所述公共电压的闪烁模
式，以消除闪烁模式ΔVP值已得到纠正。 上述方法如所描述的公共电压
调整具有的缺点是耗时，因为你必须测量每个灰色（gray）闪烁模式以
及不能找到精确的值，因为ΔVP被人眼确认。 为了解决这样的问题，本
发明增加了另一种与阵列基板的像素电极接触的布线，从而可以通过布
线测量流过每个像素的信号的精确波形。 在该方法中，由于可以相对精
确地测量ΔVP值，因此容易校正ΔVP值。因此，可以防止由于DELTA 
VP引起的诸如闪烁或残留图像的缺陷，因此可以制造具有更清晰图像质
量的液晶面板。   - 1 -   4
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